Obtinerea peliculelor de GaSb prin metoda descarcarilor electrice.
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Antimonidul de galiu este unul dintre cele mai importante materiale pentru fabricarea diferitor dispozitive
optoelectronice in domeniul infrarosu - LED-uri, lasere si fotoconvertoare. Aceastd lucrare este dedicata cercetarii
obtinerii peliculelor subtiri de GaSb si GaSb(Fe) utilizind metoda descarcarilor electrice prin impuls (DEI).

Pentru obtinerea peliculelor de semiconductor prin metoda DEI a fost utilizat generator de tipul RC cu amorsare
paraleld. Instalatia experimentala este alcatuita din generatorului de impulsuri de curent si dispozitivul mecanic de
fixare si ajustare a electrozilor si a suportului pentru depunerea peliculelor de semiconductor. in calitate de suport au
fost utilizate placute din Si.

Generatorul pentru obtinerea peliculelor de semiconductor pe suprafete de Si cu aplicarea DEI cuprinde
urmdtoarele blocuri electrice: generatorul de impulsuri de putere, blocul de amorsare, destinat pentru initierea
descarcdrilor electrice si blocul de comanda, rolul caruia este de a sincroniza impulsurile de putere si amorsare. Ca
baza a generatorului de impulsuri de curent a fost luata schema descrisa in lucrarea [1].

Principiul de functionare a generatorului se bazeaza pe acumularea unei cantitdti de energie electrica in bateria de
condensatoare si descarcarea ei intr-un impuls de durata scurta, care poate fi variat dupad duratd in limita
(t=50+220ps). Bateria de condensatoare se alimenteazd prin impedanta de incarcare R de la o sursd de curent
continuu, formata dintr-un autotransformator, un transformator de putere si puntea de redresare. Rezistenta R are
functia de limitare a curentului de incarcare, ceea ce impiedica transformarea DEI 1n descarcarea prin arc electric.

Blocul de comanda (generatorul de impulsuri standarde I'5-60) permite reglarea fina a frecventei de descarcare in
limitele 1+300 Hz. Blocul de comanda este destinat nu numai pentru variatia frecventei de descarcare, dar permite si
efectuarea sincronizarii impulsurilor de amorsare cu impulsurile de putere.

Pentru a evita strapungerea suportului de Si si a peliculei de semiconductor, placa de Si, care la rindul sau tot se
conecteaza in circuitul de descdrcare in calitate de catod numai prin intermediul unei rezistente active R, ceea ce
permite de a evita strapungerea ei. [2] In acest caz, canalul de plasma ce apare in rezultatul descarcarii electrice intre
electrozii de baza, datorita conectarii placii de Si in calitate de catod prin intermediul rezistentei active R, contacteaza
partial cu suprafata probei, modificand proprietitile acesteia. Este necesar de mentionat ca cu scopul localizarii precise
a descarcarii electrice in impuls intre electrozii de baza, capetele active ale acestora prealabil se ascuteau. [3] In
calitate de electrozi de baza se utilizau electrozi confectionati din otel, iar in calitate de suport semiconductor - placute
de siliciu (Si). Solutia solida de GaSb se instala pe varful anodului.

Suprafetele semiconductoare obtinute cu aplicarea DEI au fost cercetate cu ajutorul microscopului MBS-9. Este
necesar de mentionat ca utilizarea instalatiei descrise permite a obtine pe suprafetele semiconductoare pelicule subtiri
de semiconductor fara deteriorarea acestora. In cadrul lucrdrilor de testare a instalatiei sa determinat ca valorile
efective referitor la marimea interstitiului nemijlocit intre electrozii de baza poate varia in limitele b = 1,75+2,0mm,
iar intre electrozii de baza si suport respectiv a=1,3+1,5mm.

In rezultatul DEI cu aplicarea plasmei conform descrierii anterioare, pe suprafata suportului se formeaza o pelicula
subtire de GaSb. Aparitia peliculei subtiri se explica prin existenta petei de contact intre canalul de plasma si suprafata
placutei de Si. In afara de aceasta, plasma ce se formeazi in interstitiu contine ionii pozitivi, care sub actiunea fortelor
electrodinamice se deplaseaza la suprafata placutei de Si. Datoritd acestui fapt, are loc activarea suprafetei
semiconductorului ce duce nemijlocit la depunerea elementelor anodului pe placa de Si.

Din analiza morfologiei suprafetelor semiconductoare obtinute in urma prelucrdrii cu aplicarea plasmei, se
observa ca concomitent cu formarea peliculelor subtiri, este posibila si formarea clusterelor.
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